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(54) 압   제조 

(57)  약

본 , 하    상 에 제 1 산 벽층, 제 1 절연층, 식각 정지층  제 2 절연층  순차적  

하는 단계; 상  하    상   압  가  역에 해당 는 제 2 절연층, 식각 정지층  

제 1 절연층  식각하여 압   역  한 후 압   역  매립하는 폴리 미드층  하는 단계; 

상  하    상      역에 해당 는 제 2 절연층, 식각 정지층, 제 1 절연층  

제 1 산 벽층  식각하여 다마신  하고 다마신  매립하는 상    하는 단계; 

전체  상 에 제 2 산 벽층  한 후 정 폭  제 2 산 벽층과 정 께  폴리 미드층  

식각하여 폴리 미드층  시키는 개  하는 단계; 개  통하여 폴리 미드층  제거하는 단계; 

전체  상 에 TaN층  하 , TaN층  개  통하여 폴리 미드층  제거  공간  정 만큼 

연 도  하는 단계; 상    상  TaN층  식각하여 제거한  전체  상 에 격리층과 층간 

절연막  하는 단계;  상  상    상  격리층과 층간절연막  제2 산 벽층  식각하여 상

   시키는 단계; 상   상    상 에 상  상   과 접 는 플러그  

하는 단계;  상  플러그 상 에  드  하여 상   드가 플러그  통해 상  상   

과 접 도  한 후 상  압   역 상  층간 절연막  제거하는 단계  포함하는 압   제

조  제공한다.
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특허청  

청 항 1 

(a) 하    상 에 제 1 산 벽층, 제 1 절연층, 식각 정지층  제 2 절연층  순차적  

하는 단계;

(b) 상  하    상   압  가  역에 해당 는 상  제 2 절연층, 식각 정지층  제 1 

절연층  식각하여 압   역  한 후  상  압   역  매립하는 폴리 미드층  하는 

단계;

(c) 상  하    상      역에 해당 는 제 2 절연층, 식각 정지층, 제 1 절연층 

 제 1 산 벽층  식각하여 다마신  하고, 상  다마신  매립하는 상    

하는 단계;

(d) 전체  상 에 제 2 산 벽층  한 후 정 폭  상  제 2 산 벽층과 정 께  폴리

미드층  식각하여 상  폴리 미드층  시키는 개  하는 단계;

(e) 상  개  통하여 상  폴리 미드층  제거하는 단계;

(f) 전체  상 에 TaN층  하 , 상  TaN층  상  개  통하여 상  압   역  정 

만큼 연 도  하는 단계;

(g) 상  상    상  TaN층  식각하여 제거한  전체  상 에 격리층과 층간 절연막  하

는 단계; 

(h) 상  상    상  격리층과 층간절연막  제2 산 벽층  식각하여 상    시

키는 단계;

(i)상   상    상 에 상  상   과 접 는 플러그  하는 단계; 

(j)상  플러그 상 에  드  하여 상   드가 플러그  통해 상  상   과 접 도

 한 후 상  압   역 상  층간 절연막  제거하는 단계  포함하는 것  특징  하는 압  

 제조 .

청 항 2 

제 1 항에 어 ,

상  제 1 산 벽층, 제 1 절연층, 식각 정지층  제 2 절연층  각각 CVD  는 것  특징  

하는 압   제조 .

청 항 3 

제 1 항에 어 ,

상  제 1  제 2 절연층  식각 공정 , CxFy(x, y 는 연수)/O2/Ar  가스 조합  하는 것  특징  

하는 압   제조 .

청 항 4 

제 1 항에 어 ,

상  (b) 단계에 , 상  폴리 미드층  께는 5000Å 내지 10000Å  것  특징  하는 압   제조 

.

청 항 5 

제 1 항에 어 ,

상  폴리 미드층 , 2000rpm 내지 7000rpm  스핀 코  도  하고, 50℃ 내지 120℃  도  1  

내지 5  동안  프트 킹과 150℃ 내지 210℃  도  1  내지 2  동안  하드 킹  실시하는 
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것  특징  하는 압   제조 .

청 항 6 

제 5 항에 어 ,

상  폴리 미드층  N2 가스  하여 400℃  도  큐어링하는 것  특징  하는 압   제조 

.

청 항 7 

제 1 항에 어 ,

상  제 2 산 벽층  격리층  각각 질 물  루어진 것  특징  하는 압   제조 .

청 항 8 

제 1 항에 어 ,

상  정 폭  1000Å 내지 2000Å  것  특징  하는 압   제조 .

청 항 9 

제 1 항에 어 ,

상   드는 Al  루어진 것  특징  하는 압   제조 .

청 항 10 

제 1 항에 어 ,

상  폴리 미드층  제거하는 공정 , O2 플라 마 또는 존  하는 것  특징  하는 압   제조 

.

  

 상 한 

     적

         하는 술  그 야  종래 술

본  압   제조 에 한 것 , 욱 상 하게는, 다마신  공정  하여  듈과 <14>

신 처리 듈  원칩 할 수 는 압   제조 에 한 것 다.

종래  차량  압   경우,   신  감지하는  듈과   듈  나  신<15>

 체적   처리하  한 신 처리 듈  별도  포함한다. 라 , 양 듈  어느 한쪽  정상

적  동 하지 않  경우 비정상적  동할 뿐만 아니라, 많  공간  필  한다.

 같  종래  압   문제점  개 하  해 는 종래  CMOS 집적 과정에   듈 제조 공정  <16>

포함시킴  원칩(One-chip) 할 필 가 다.

         루고  하는 술적 과제

본 , 상술한 문제점  감안하여 루어진 것 ,  듈과 신 처리 듈  원칩 할 수 는 압  <17>

 제조  제공하는 것  적  한다.

       

상  적  달 하  해, 본 에  압   제조 , (a) 하    상 에 제 1 산 <18>

벽층, 제 1 절연층, 식각 정지층  제 2 절연층  순차적  하는 단계; (b) 상  하    상  

 압  가  역에 해당 는 상  제 2 절연층, 식각 정지층  제 1 절연층  식각하여 압   
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역  한 후 상  압   역  매립하는 폴리 미드층  하는 단계; (c) 상  하    상

     역에 해당 는 제 2 절연층, 식각 정지층, 제 1 절연층  제 1 산 벽층  식

각하여 다마신  하고, 상  다마신  매립하는 상    하는 단계; (d) 전체  

상 에 제 2 산 벽층  한 후 정 폭  상  제 2 산 벽층과 정 께  폴리 미드층  식각

하여 상  폴리 미드층  시키는 개  하는 단계; (e) 상  개  통하여 상  폴리 미드층  

제거하는 단계; (f) 전체  상 에 TaN층  하 , 상  TaN층  상  개  통하여 상  압   

역  정 만큼 연 도  하는 단계; (g) 상  상    상  TaN층  식각하여 제거한 

 전체  상 에 격리층과 층간 절연막  하는 단계; (h)상  상    상  격리층과 층간절

연막  제2 산 벽층  식각하여 상    시키는 단계; (i)상   상    상

에 상  상   과 접 는 플러그  하는 단계;  (j)상  플러그 상 에  드  하여 

상   드가 플러그  통해 상  상   과 접 도  한 후 상  압   역 상  층간 절

연막  제거하는 단계  포함하는 것  특징  한다.

하, 본  람직한 실시 태  첨 도  참조하여 상 하게 한다.<19>

우 , 도 1a  참조하 , 하   (100)  상 에 제 1 산 벽층(110), 제 1 절연층(120), 식각 정지<20>

층(130)  제 2 절연층(140)  순차적  한다. 여 , 제 1 산 벽층(110), 제 1 절연층(120), 식각 

정지층(130)  제 2 절연층(140)  각각,  들 , CVD  할 수 다.

다 , 도 1b  참조하 , 상  하   (100) 상   압  가  역(300a, ' 하, 압  <21>

 정 역' 라 함)에 해당 는 제 2 절연층(140), 식각 정지층(130)  제 1 절연층(120)  식각하여 압

  역(300c)  한다.  경우, 압   역(300c)  CxHyFz(x, y, z 는  아닌 정수)/O2/Ar  

가스 조합  한 식각 공정  하는 것  람직하다.

도 1c  참조하 , 압   역(300c)에 폴리 미드층(160)  한다.  경우, 폴리 미드층(160)  후<22>

 공정에  O2 플라 마 등에 지 않도  하  해, 전체  상 에  지층(150)  하는 것

 좋다. 여 , 폴리 미드층(160)  께는 5000Å 내지 10000Å 정도  하 , 2000rpm 내지 7000rpm  스

핀 코  도  하고, 그 후에는 50℃ 내지 120℃  도  1  내지 5  동안  프트 킹(Soft 

Baking)과 150℃ 내지 210℃  도  1  내지 2  동안  하드 킹(Hard Baking)  차  실시하여 그 

내 에 포함  트(Solvent)  제거하는 것  람직하다.  경우, 폴리 미드층(160)에는, 안정  향상  

하여, N2 가스  하여 400℃  도  큐어링(Curing)  실시하는 것  욱 람직하다.

도 1d 내지 도 1f  참조하 , 상  하   (100) 상      역(300b, ' 하,  <23>

 정 역' 라 함)에 해당하는  지층(150), 제 2 절연층(140), 식각 정지층(130), 제 1 절연층

(120)  제 1 산 벽층(110)  식각하여 다마신 (400)  하고, 다마신 (400)  매립하는 상  

 (170)  한다.

체적  하  다 과 같다. 저 도 1d  참조하 ,   정 역(300b)에 비아 식각 공정  실<24>

시하여 비아 (400a)  하는 , 비아 식각 공정에 는, CHF3/O2/Ar 또는 CHF3/CF4/O2/Ar 등  하여 

 지층(150)  식각한 에 CxFy(x, y 는 연수)/O2/Ar  가스 조합  제 2 절연층(140)  식각하고 그 

후에 CHF3/O2/Ar 또는 CHF3/CF4/O2/Ar 등  하여 식각 정지층(130)  제거하고 CxFy/O2/Ar  가스 조합  

제 1 절연층(120: 비아  절연층)  제 1 산 벽층(110)  식각한다. 다  도 1e  참조하 ,  

 트 치(400b)  비아 식각 공정  경우  마찬가지  식각  하여 한다. 단, 트 치 식각 공

정에  하   (100)  는 치스루(Punch-through) 상  지하  해 BARC( 사 지막: 미

도시)  도포한  에  트 치  식각  공정  실시하는 것  좋다.  트 치  식각  공정  후에는  습식  정(Wet  

Cleaning) 공정  실시한다.  비아 (400a)과   트 치(400b)  포함하는 절연막 (400)  

한 후에는, 도 1f 에 나타낸  같 , 절연막 (400)  에 리어 층(미도시)과 시드층(미도

시)  착한 ,  들 , 리 등   전  도  착하고 CMP 공정  실시함 , 절연막 

(400)에 하   (100)과 접 는 상   (170)  한다.

도 1g  참조하 , 전체  상 에,  들어 질 물  루어진 제 2 산 벽층(180)  하고, 그 상<25>

에는 개   한 마스크층  포  지스트(190)  한다. 그 후, 제 2 산 벽층(180)과 

정 께  폴리 미드층(160)  식각하여 폴리 미드층(160)  시키는 1000Å 내지 2000Å 폭  개
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(500)  한다. 제 2 산 벽층(180)  식각 시에는 CHF3/O2/Ar 또는 CHF3/CF4/O2/Ar  가스 조합  

하는 것  람직하다.

도 1h  참조하 , 상  개  통하여 폴리 미드층(160)  제거한 후 전체  상 에 TaN층(200)  <26>

하 , TaN층(200)  상  개  통하여 압   역(300c)  정  연 도  한 다 , 후  

닝  한 포  지스트(210)  한다. 폴리 미드층(160)  제거할 에는, 포  지스트(190)  폴

리 미드층(160) ,   들 ,  O2  플라 마나  존  하여  동시에  제거하는   하  다.  

여 , TaN층(200)  하는 경우, 정 폭(1000Å 내지 2000Å)  제 2 산 벽층(180)에 미리  

개 (500)가 TaN  스  카 리지 량에 하여 막 게 다.

도 1i  참조하 , 상   (170) 상  TaN층(200)  식각하여 제거한 , 전체  상 에,  들<27>

어 질 물  루어진 격리층(220)과 층간 절연막(230)  한다. 여 , TaN층(200)  제거 시에는, 포  

지스트(210)  마스크  하여 CF4/O2/Ar 나 CHF3/CF4/O2/Ar  가스 조합  제거하고 O2 플라 마나 존  

하여 포  지스트(210)  스트립  진행한  습식 정  실시하는 것  람직하다. 격리층(220)  

 전극  절연  해 한다.

도 1j  참조하 , 층간 절연막(230), 격리층(220)  제 2 산 벽층(180)  식각한 후 상   <28>

(170)과 접 는 플러그(240:  들  리 플러그)  한다. 플러그(240)   전에는 리어 층

(미도시)과 리 시드층(미도시)  하는 것  좋 , 전  도  등에 한 리 플러그(240)   후

에는 CMP 공정   평탄  식각하는 것  람직하다.

도 1k  참조하 , 플러그(240)  통해 상   (170)과 접 는  드(250)  한 후 압  <29>

 역(300c) 상  층간 절연막(230)  제거한다.  드(250)는,  들 , Al  할 수 다.

     과

본 에  압   제조 에 하 , 다마신  공정  함   듈과 신 처리 듈<30>

 원칩 할 수 ,  칩 사  폭 고 제조 원가  크게 낮  수 다. 뿐만 아니라, 압  

 제조 공정  단순  통하여 결함 생 가능  고,  신뢰  향상시킬 수 다.

도  간단한 

도 1a 내지 도 1k 는 본 에  압   제조  나타내는 단 도.<1>

<도  주 에 한  ><2>

100: 하   110, 180: 산 벽층<3>

120, 140: 절연층 130: 식각 정지층<4>

150:  지층<5>

160: 폴리 미드층<6>

170: 상   190, 210: 포  지스트<7>

200: TaN층 220: 격리층<8>

230: 층간 절연막 240: 플러그<9>

250:  드<10>

300a: 압   정 역<11>

300b:   정 역 300c: 압   역<12>

400a: 비아  400b:   트 치 400:<13>

절연막 500: 전극 트 치
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도

    도 1a

    도 1b
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    도 1c

    도 1d
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    도 1e

    도 1f
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    도 1g

    도 1h
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    도 1i

    도 1j
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    도 1k
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